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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten Beh6rde nach Artikei 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artlkel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einsohlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen ( ^ )^ I 4 '/-c r 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronlschen Datentrager(s) 

angeben) , derAJie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabeilen enthaltbnthalten, nur in 
eiektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyDE2005yD00268 



Feld Nr, I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

M der internationalen Annneldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Obersetzung der Internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich unn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Annneldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandtelle* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
*'ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -1 0 eingegangen am 09.12.2005 mit Schreiben vom 05.12.2005 
Anspruche, Nr. 

1 -5 eingegangen am 09. 1 2.2005 mit Schreiben vom 05. 1 2.2005 
Zeichnungen, Blatter 

^/4-4J4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einenn Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den inn Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zunn Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen elnicfe oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Fold Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-5 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Rege! 70.7): 
slehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/DE2005/000268 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

D1: US-A-5 594 266 (BEIGEL ET AL) 14. Januar 1997 (1997-01-14) 
Anspruch 1 : 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber denn Gegenstand 
des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart eine Anordnung mit einer Planardiode zum Schutz 
von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten dadurch, 
dass in Anspruch 1 in einer gemeinsamen ersten Elektrode nnehrere Planardioden mit jeweils 
einer zweiten Elektrode, die von der ersten Elektrode unnschlossen werden, angeordnet sind. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist sonnit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, dass 
parasitare Strome in benachbarte Schaltungstelle verhindert werden, welches eine 
Verbesserung des Latch-up-Verhaltens des Bauelements zur Folge hat. Dies wird gelost, 
indem die auBere gemeinsame Elektrodenflache ein geschlossenes Netzwerk darstellt. Im 
Dokument D1 findet sich kein Anreiz, ein Array aus mehreren Planardioden derart zu 
gestalten. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus diesem Grunde auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Anspruche 2-5: 

Die Anspruche 2-5 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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10 Anordnxxng ztim Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatische Exitladungen 

Die Erfindiing betrifft eine Anorcinung zum Schutz von 
Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen, mit 
15 einer Planardiode, bei der die Elektroden jeweils durch eine 
Vielzahl von Kontakten kontaktiert sind und die Kontakte iiber 
Metallschichten mit der Betriebspannung, einem Ein-/Ausgangspad 
Oder der Masse verbunden sind. 

20 Sowohl im Fertignngsprozess als auch bei einem nachf olgenden 
Einbau in eine libergeordnete Schaltimgsanordnung, sowie dem 
Betrieb der integrieirten Schaltung, ist diese nnvermeidbaren 
Umwelteinf liissen ausgesetzt, zu denen beispielsweise 
elektrostatische Entladungen (ESD = electrostatic discharge) 

2 5 gehoren. 

Elektrostatische Ladungen entstehen durch Reibung zwischen 
verschiedenen Materialien imd konnen Potentiale von mehreren kV 
auf einem Ladungstrager aufbauen. Bei einem Kontakt des 

3 0 Ladungstragers , beispielsweise mit einem Pin des integrierten 

Bauelementes / flieSt die gespeicherte Ladung im 
Nanosekundenbereich ab und erzeugt dabei kurzzeitig Strome bis 
in den Amperebereich . Dieser Strom muss durch die ESD- 
Schutzschaltung und die entsprechenden Leiterbahnen abgeleitet 
35' werden. Die Auslegung dieser Strombahn begrenzt den ESD- Schutz 
in der Weise, dass durch das Uberschreiten einer zulassigen 
Stromdichte zum Entladungszeitpunkt eine Zerstorung von Teilen 
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^ de^r integrierten Schaltung infolge thermischer Uberlastung 

entsteht. Da sich die Stromdichten der ESD-Entladung mit 
kleineren Strukturabmessxingen vergroBern, gewinnt die ESD- 
Problematik mit zimettmender Integrationsdichte der integrierten 
5 Schaltxingen an Bedeutiong. 

Eine aus dem Stand der Technik bekannte MaSnahme ziom Schutz 
gegen elektrostatische Entladungen ist das Zuschalten von " 
Schutzdioden zwischen das Ein-/Ausgangspad und dem Potential 

10 VDD sowie der Masse VSS . Die Zuschaltung erfolgt derart, dass 
die erste Schutzdiode mit der Kathode am Potential VDD und der 
Anode am Ein-/Ausgangspad nnd die zweite Schutzdiode mit der 
Kathode am Ein-/Ausgangspad und der Anode am Potential VSS 
angeschlossen ist.. 

15 ■ ^ 

Zur Einhaltung der Qualitatsanf orderungen an moderne iC's 
existieren verschiedene Teststandards . Das zurzeit libliche 
Human-Body-Model -Testverfahr en (HEM) wird mehr und mehr vom 
Charge-Device-Model-Testverfahren (CDM) abgelost. Das CDM- 

20 Testverfahren stellt erhohte Anf orderiingen an die 
Stromfestigkeit der ESD-Schutzelemente . Die Strombelastung ist 
etwa urn den Faktor 10 grofier als beim HBM-Test. Da die 
Zeitspanne des Stromimpulses beim CDM-Test kleiner als Ins ist,' 
findet praktisch eine adiabatische Erwarmung durch den 

25 Stromfluss statt. Somit wird fur die Stromableitung bei einem ' 
CDM-Testverfahren mit IkV Hochspannungsentladung wesentlich 
mehr Chipflache benotigt als bei einem HBM-Testverf ahren mit 
4kV. Infolge dieses Mehrbedarfs an Chipflache verliert man 
einen Teil der durch eine Strukturverkleinerung gewonnenen 

3 0 Chipflache. Bei einem CDM-Testverf ahren nimmt .die 
Entladestromstarke durch eine Schutzdiode stark zu, was eine. 
Vergrofierung der Diodenflache zur Folge hat. 

Mit der Zunahme der Stromstarke und der Strukturverkleinerung, 
35 welche eine hohere Integrationsdichte zur Folge hat, wird das 
Latch-up- Verbal ten der Anordnixng immer kritischer. Bedingt 
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durch die groEe, beispielsweise von einem Anodenring umgebene, 
Kathodenflache wird ein Substratstrom erzeugt, der tief in das 
Siibstrat eindringt und somit nicht vollstandig durch die Anode 
aufgenommen werden kann.. Dieser Strom kann' danri eine 
5 Fehlfunktion in benachbarten integrierten Strukturen ausiasen. 

Aus der US 5,594,266 ist eine Anordnung einer Schutzdiode zum 
schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische 
Entladungen bekarmt, wobei die Anordnung aus einer Planardiode 
mit zwei Elektroden besteht bei der die Elektroden jeweils 
durch Kontakte kontaktiert sind und die Kontakte iiber 
Metallebenen mit der Betriebsspannung, einem Pad, oder der Masse 
verbunden sind,- wobei die Planardiode aus einer ersten 
inselformigen Elektrode besteht, die von einer zweiten 
Elektrode lunschlossen wird, und wobei die Kontakte der ersten 
Elektrode mit einer ersten Metallebene und die Kontakte der 
zweiten Elektrode mit einer zweiten Metallebene kontaktiert 
sind. 
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Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, dass infolge der 
hohen Anforderungen an die Schutzdiode (Strombelastung) eine 
groEere Chipf iSche ftir die' Diode benStigt wird. Mit der Zunahme 
der Stromstarke und der Strukturverkleinerung, welche eine 
hohere Integrationsdichte zur Folge hat, wird aber das Latch- 
up- Verbal ten der Anordnung ixnmer kritischer. Bedingt durch die 
groEe, beispielsweise von einem Anodenring umgebene, 
Kathodenflache wird ein SuJ^stratstrom erzeugt, der tief in das 
Substrat eindringt und somit nicht vollstandig durch die Anode 
aufgenommen werden kann. Dieser Strom kann dann eine 
Fehlfunktion in benachbarten integrierten Strukturen auslosen. 

Aus der US 6,518,604 ist eine Schutzdiode mit langen Anoden- 
und Kathodenstreifen bekannt . Diese Anordnung gewfihrleistet , 
dass der im Substrat ehtstehende Strom an der OberflSche 
abgesaugt wird und nicht tief in das Substrat eindringen kann. 
Bei dieser Art der Diode ist der Stromfluss durch den 
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Diodenrand groSer als der Strom durch die Grundf IficHe . 

Der Nachteil dieser Anordnung besteht in einem erh5hten 
FlSchenbedarf, da die Aufteilung in Diodenfinger infolge des 
notwendigen iUDstands zwischen Anoden- und Kathodenkontakt- 
gebieten zusStzliche Chipflache erfordert. AulSerdem werden die 
RandstuGke der Diodenfinger nicht fiir die Stromableitung 
genutzt.. Fiir lange Finger muss die Dimensionierung der 
Metallleitungen fiir die einzelnen Anoden- und Kathodenleitungen 
der Stromdichte angepasst werden. Diese Anpassung erfordert, 
unter der Einhaltung von Designregeln, einen wei teren 
Platzbedarf. 

Aus der DE 197 46 620 ist eine Halbleiterdiode mit zwei 
15 Elektroden, die Kathode und Anode bilden bekannt, wobei 
mindestens eine der Elektroden gekrfSmmt ist, urid die Oberflache 
der anderen Elektrode hdchstens 20% des Produkts aus Breite der 
anderen Elektrode und der inneren Randlange der gekrummten 
Elektrode betragt. 

20 

AUS- der US 2002/0088978 ist ein Verfaliren zur Herstellung eines 
Substrates bekannt, welches in Reihen und Spalten angeordnete 
aktive Elemente enthSlt. Wobei jedes einzelne Element mit einem 
TFT-Transistor verbunden ist, welcher eine mit der zugehorigen 
25 Reihenleitung verbundene Gatterelektrode und mit der 
entsprechenden Reihenleitung verbundene Source- und Drain- 
Anschliisse aufweist. Eine ESD-Schutzschaltmig ist mit mindesten 
einer Reihenleitung zrnn Schutz des TFT-Transistors gegen 
elektrostatische Aufladung verbunden. 
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Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung 
einer Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 
elektrostatische Entladungen zu schaffen, mit der ein 
verbesserter ESD-Schutz mit einer optimalen Chipf lachennutzung 
und einem verbesserten Latch-up- Verhal ten erreicht wird. 
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GemaE der Erfindxmg wird die Aufgabe bei einer Anordnung einer 
Schutzdiode zum Schutz - von Halbleiterschaltkreisen gegen 
elektrostatische Entladungen der eingangs genaimten Art dadurch 
gelost, dass in einer gemeinsamen ersten Elektrode mehrere 
5 Planardioden mit jeweils einer zweiten inselfSrmigen elektrode, 
die von der ersten Elektrode umschlossen werden, angeordnet 
sind, dass die Kontakte der Elektrode mit einer ersten 
Metallebene xind die Kontakte der Elektrode mit einer dariiber 
liegenden zweiten Metallebene kontaktiert sind. 
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Die Realisierung von Dioden auf Wafern wird vorzugsweise in der 
Form einer Planardiode mit einem grofien FlSchenquerschnitt des 
pn-dbergangs ausgefuhrt. GemSlS der erf inderischen L6sung ist 
eine erste Elektrode in der Flache der zweiten Elektrode 
15 eingebettet, wobei die inselformige erste Elektrode 
beispielsweise eine kreisfSrmige oder rechteckige Form 
aufweist. Beide Elektroden sind jeweils mit verschiedenen 
darOber liegenden Metallebenen durch eine Vielzahl von 
Kontakten elektrisch lei tend verbunden. Durch die Verwendung 
20 einer Vielzahl von parallel geschaiteten, elektrisch leitenden 
Kontakten .werden Widerstandsschwankungen der Einzelkontakte 
ausgeglichen und die Stromdichte in der Zuleitung reduziert. 

In einer Ausgestaltung der Erfindimg ist vorgesehen, dass 
25 mehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass mehrere Planardioden in einem Array angeordnet sind. 



Diese Anordnmig beispielsweise raehrerer Kathodeninseln in einer 
gemeinsamen Anodenfiache karni in einer Reihe, in einer Spalte, 
einer Kombination aus der Reihen- und der Spaltenanordnung 
sowie in der Form eines Arrays erfolgen. 

35 In einer besonderen Ausftihrung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die Planardioden zu einer. Funktionseinheit zusammen- 
geschaltet sind. 
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Vorzugsweise sind die Planardioden in einer Parallelschaltung • 
zu emer Schutzdiode, welche ftir eine zu einem zuveriassigen 
ESD-Schutz erforderlichen Sfrombelastung dimensioniert ist 
zusammengef xihrt . Die so erzeuget Schutzdiode kaim auch aus 
5 mehreren zusammengeschalteten Planardiodenreihen und/oder 
Planardiodenspalten oder mehreren Arrays bestehen. 

Technologiebedingt wird zur Kontaktierung der Elektroden eine 
10 Vielzahl von Kontakten verwendet. Unter Beachtung des 
Leitungswiderstandes und der Strombelastbarkeit des Kontakts 
kann bei entsprechender Dimensionierung nur ein Kontakt, zur 
Verbindung einer Elektrode mit einer Metallebene, genutzt 
werden . 
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In einer Ausfahrung der Erfindung ist vorgesehen, dass die 
xnselformige Elektrode eine kreisformige oder eine n-eckige 
Form aufweist. 

Die Form der inself ormigen Elektrode kann beispielsweise an 
eme verwendete Herstellungstechnologie angepasst werden. Die 
Elektrode kann sowohl eine kreisf dzmige als auch eine eckige 
Form, mit einer beliebigen Eckenanzahl, aufweisen! 

25 Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausftihrungs- 
beispiels naher eriautert werden. in den zugehorigen 
Zeichnungen zeigt 

Fig. 1 eine ESD-Schutzschaltung mit zwei Schutzdioden aus 
■^^ dem Stand der Technik, 

Fig. 2 eine Darstellung der untersten Layoutebene der 
erfindungsgemaSen Schutzdiode, 

35 Fig. 3 eine Darstellung der Verbindung der Anoden- und 

Kathodenflachen mit der dartiber liegenden ersten 
Metallebene, 
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Fig. 4 



eine Darstelliing der ersten Metallebene mit via- 
Kontakten und 



Fig. 5 eine Darstelliing der zweiten Metallebene mit Via- 
5 Kontakten : 

In der Figur 1 ist eine ESD-Schutzschaltxmg mit zwei 
Schutzdioden 1 aus dem Stand der Technik dargestellt. Mit 
dieser Anordnung wird die interne Schaltxing 2 vor 
0 elektrostatischen Entladungen an einem der Input-PAD's 3 
geschtitzt. Die erf inderische L5sung kann in beiden Schutzdioden 
1 Anwendtmg finden. 

Einen fiir eine Fiachenoptimierung verbesserten Diodenentwurf , 
5. einer als Planardiode ausgefiiHrten Diode, erzielt man, weim die 
Diode nicht in Anoden- xjnd Kathodenstreifen unterteilt, sondem 
eine Anodenflfiche 4 mit einer darin eingebetteten 
Kathodeninseln 5 verwendet wird.' Eine Anordnung der Planariode 
mit einer Anodeninsel in einer Kathodenf lache ist ebenfalls 
) meglich. Mit dieser LSsung kann die Fiache der Kathodeninsel 5, 
die Anodenfiache 4, der Rand der Kathodeninsel 5, die Anzahl 
der Kontakte 6 sowohl in der Kathodeninsel 5 als auch in der 
Anodenflache 4 und die Metal Ibahnbrei ten so optimal aufeinander 
abgestimmt werden, dass bei einer Zusammenschaltung mehrerer 
Planardioden zu einer Schutzdiode 1 jedes Planardiodenelement 
der gleichen Strombelastung standhait. • Durch die 
WahlmSglichkeiten in Bezug auf Form und GroSe der Insel 5 kann 
ein flachenoptimierter Entwurf gefunden werden. Durch die 
Unterteilung der Schutzdiode 1 in kleine Teilf lachendioden wird 
ein signifikanter Substratstrom zu benachbarten Chipelementen 
verhindert. Je nach vorhandenem Platz im Layout kann die 
Struktur, der aus mehreren Planardioden bestehenden Schutzdiode 
1, quadratisch, rechteckig oder in mehrere Teilstrukturen 
aufgeteilt ausgefuhrt werden, 

Gemag der erf inderischen Losung ist die Kathodeninsel 5 in 
einer achteckigen Form mit Winkeln von jeweils 45 Grad 
ausgefuhrt. Eine andere geometrische Form, beispielsweise eine 



GEAENDERTES BLATT 



07/0,1/2006 



kreisformige oder quadratische Form, ist ebenfalls mSglich Zur 
Gewahrleistung eines gleichxnafiig verteilten' Stromflusses durch 
alle inseln 5 ist deren- GrSlSe, geometrische Form, die 
Exnbettung und die Kontaktierung 6 dex Inseln 5 jeweils gleich 
5 auszufuhren. Pro Insel 5 werden beispielsweise 10 Kontakte 6 
verwendet, mn Widerstandsschwankungen der " Kontakte 6 
auszugleichen. Die Stromzuleitung zu den Inseln 5 erfolgt tiber 
Kontakte 6 zu einer dartiber liegenden ebenfalls inself ormigen 
Metallplatte in der ersten Metallebene 7 und nachfolgend weiter 
10 ijber Via's zu einer dartiber liegenden zweiten Metallebene 8 in 
der die Teilstr6ine der inseln 5 zusammengef asst werden. Somit 
xst gewahrleistet, dass der Gesamtdurchlassstroxn gleichmafiig 
auf alle parallel geschalteten Inseln 5 aufgeteilt wird Da 
sicH die zweite Metallebene 8 grofiflachig ^ber die gesaiate 
15 Diodenfische erstreckt, stellt die Stromdichte in dieser 
Metallebene 8 keine Begrenzung ftir den moglichen Strom durch 
die Dioden dar. Die Elektrodenf ISche 4, in der die Inseln 5 
emgebettet werden, ftillt die Gebiete zwischen den inseln 5 
unter Einhaltung lainimaler Designregeln aus. Dabei muss 
beispielsweise die Anodenf lache 4 mindestens gleich groS der 
Summe der Kathodeninself lache sein, damit keine Substratstrome 
zu anderen Cbipelementen auftreten konnen. Weiterhin muss die 
Verteilung der Kathodeninseln 5 zum Rand der AnodenflSche 4 
abnehmen, um die Stromdichte in der ersten Metallebene 7 
welche die Anodenzuleitung darstellt, annahemd konstant zu 
halten. Die Anbindung der Anodenfiache 4 erfolgt ebenfalls 
durch Kontakte 6 zu der erste Metallebene 7, wobei eine 
Uberlappung der Metallebene 7 an den Aufienseiten notwendig ist 
und dadurch ein vierseitiger Anschluss der Anodenfiache 4 Ober 
30 die erste Metallebene 7 an eine zugehorige Leitung mOglich 
wird. . . - 

in den Figuren 2 bis 5 ist eine Umsetzung der erfindungsgemaSen 
Anordnung in verschiedenen, ubereinander liegenden Layoutebenen . 
dargestellt. Die unterste Ebene ist in der Figur 2 dargestellt. 
In dieser Ebene sind die Kathodeninseln 5 und die Anodenfiache 
4 im Siliziumsubstrat dargestellt. Sowohl die Kathodeninseln 5 
als auch die Anodenfiache 4 sind mit Kontaktstepseln 6 far den 



20 



25 



35 



GEAENDERTES BLATT 



67/01/20.06i 



, ,DESCpAI\^D 05729533 

Anschluss an die erste Metalleben 7 besttickt. 

In der Figur 3 ist die Verbindung der Kathodeninseln 5 omd der 
Anodenflache 4 mit der daruber- liegenden ersten Metallebene 7 
5 dargestellt. Alia Anodenanschlusse werden auf eine gemeinsame 
Metallplatte in der ersten Metallebene 7 geftihrt, die daim' an 
alien SeitenrSndern beispielsweise rait dem GND-Bus verbxinden 
wird. Die Metallflachen iiber den Inseln 5 sind in der ersten 
Metallebene 7 sowohl zueinander als auch gegeniiber der 
restlichen Metallflache der gleichen Ebene isoliert und werden 
durch Kontakte 6 von der ersten Metallebene 7 nach oben zu der 
dartiber liegenden zweiten Metallebene 8 verbunden. Derartige 
Kontakte 6 werden auch als Via's bezeichnet. 

15 In der Figur 4 ist die erste Metallebene 7 mit den via- 
Kontakten dargestellt. Diese Via-Kontakte werden dann mit der 
zweiten Metallebene 8 verbunden. 
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In der Figur 5 ist die zweite Metallebene 8 mit den verbundenen 
Via-Kontakten dargestellt. piese Metallebene 8 wird hinreichend 
grofi dimensioniert, so dass sie keine SchSdigung nach einer 
Strombelastung durch eine elektrostatische Entladung aufweist. 
Die Anbindung, beispielsweise an ein Input-PAD, erfolgt iiber 
diese Metallebene 8. 
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10 Anordnung zum Schutz von Halbleitexschaltkrei 

elektrostatische Entladungen 

BezucTszeichenligfcft 

15 1 Schutzdiode 

2 Interne Schaltxing 

3 Input PAD 

4 Anodenfiache 

5 Ka thodenins el 
20 6 Kontakt 

7 erste Metallebene 

8 zweite Metallebene 
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10 Anordnxing zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatlsche Entladungen 

Patentansp inirfTio 

.15 l.Anordnung zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatische Entladungen, mit einer Planardiode itiit 
zwei Elektroden, bei der die Elektroden jeweils durch eine 
Vielzahl von Kontakten kontaktiert sind und die Kontakte 
liber Metallebenen mit der Betriebspannung, einem PAD oder 
der Masse verbunden sind, dadurch gekemizeichnet , dass in 
einer gemeinsamen ersten Elektrode (4) mehrere 
Planardioden mit. jeweils einer zweiten inself ormigen 
Elektrode (5), die von der ersten Elektrode (4) 
umschlossen werden, angeordnet sind, dass die Kontakte (6) 
der Elektrode (5) mit einer ersten Metallebene (7) und die 
Kontakte (6) der Elektrode (4) mit einer dariiber liegenden 
zweiten Metallebene (8) kontaktiert sind. 
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2. Anordnung nach Ansprucb 1, dadurch gekeimzeichnet , dass 
mehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind. 

3. Ahordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
mehrere Planardioden in einem Array angeordnet sind. 

4. Anordnung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichixet , 
dass die Planardioden zu einer Funktionseinheit 
zusammengeschaltet sind. ■ 
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S.Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
die inselformige Elektrode (5) eine kreisfSrmige oder.eine 
n-eckige Form aufweist. 
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